[bookmark: _GoBack]设备要求（设备数量：1台）
能够进行磁控溅射、蒸发，基片台可用射频电源加负偏压对基片进行反溅清洗活化、辅助溅射功能。该设备主要用来开发纳米级导电膜、半导体膜、绝缘膜以及镍、钴磁性膜等。
磁控溅射镀膜设备：招标参数
1、 △真空腔体：≥φ220mm×H300mm；不锈钢上开盖结构；
2、 △真空系统：分子泵抽速：≥300L/S，机械泵：≥3L/S；(建议配备进口品牌：如德国普发、德国莱宝、英国爱德华等同等品牌)
3、 真空极限：优于8.0×10-5Pa；
4、 真空抽速：从大气抽至6.0×10-3Pa≤15min；
5、 △基片台：Φ100mm；基片台可从基片架组件中取出，方便用户安装基片；
6、 电机驱动旋转基片台，转速0-20转/分钟；可调、可控；
7、 基片台加热：加热温度从室温至500℃连续可调、可控；
8、 磁控溅射靶：φ2英吋永磁平面靶，1只，DC/RF兼容；靶有水冷，可上下调整；
9、 △溅射电源：配500W射频电源电源1台；包含自动匹配器；
10、 △电气控制系统采用PLC+触摸屏控制抽真空系统，可实现自动一键式抽真空，溅射电源采用手动控制，以方便用户进行镀膜工艺参数的摸索；
11、 安全保护报警系统：在缺水、水压过低情况下的报警系统；在电源过流、短路等异常情况执行相应保护措施；完善的逻辑程序互锁保护系统。
12、 △配备冷却循环水机1台；
13、 生产厂家具备有ISO9001认证体系；
14、 生产厂家具备有当地的高薪技术认证等证书
15、 生产厂家具备有该类型设备1年内不少于5台的业绩证明；
